




その他のタイトル Evaluation of Microscopic Properties and
Elucidation of　Charge-Trapping Mechanism of
































  We applied an electron spin resonance (ESR) method to field-effect transistors (FET) 
with organic crystals, conducting polymers, etc. to perform microscopic characterization 
of organic molecules in crystal grains or at device interfaces. The ESR method is high 
sensitive and capable of characterizing materials at molecular level. Using this method, 
we performed analyses of dynamics of charge carriers and charge trapping states at device 
interfaces. Moreover, we clarified formation of magnetic interactions and nonmagnetic 
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ロな立場で立証した（K. Marumoto et al., 
Phys. Rev. Lett.(2006)、ほか）。また、ル







































































 ここでは、ルブレン単結晶 FET とイオンゲ
ルを用いた高分子薄膜 FETの研究成果を主に
紹介する。 











膜（SAM）である F-SAM および CH3-SAM を用い
た。比較として、高分子 PMMA による界面処
理も行った。作製された FET を ESR 試料管に
挿入し、真空排気後、ヘリウムや窒素などの
不活性ガスにて封入した。  























SAM 界面処理により1 から8 cm2/Vs まで著












Rev. B (2011) に掲載された。 










存している。これらの結果は Appl. Phys. 











の化学構造式（R = CmH2m+1）。  
 
図２  ルブレン単結晶 FET の電場誘起 ESR
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